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I\/Iedloon dela re5|s'renC|o de con’rac’ro en
d|sposmvos planares

J.M. Abad Hern&ndez y M.P. Herhdndez S&nchez

RESUMEN

Se presentalulmetodo para 1a determ1n3016n de la r951stenc1a frontal de
contacto en la tecnologia mlcroelectrénlca, basado en la def1n1c16n que
usa el concepto de plano de referencia,

El m&todo ut;llza una estructura de menor dimensidn que el método T.L.M.
convencional y permite hacer las'mismas-medieiones,.que pueden ser usadas

como criterio de validacidn de la informacibn.

ABSTRACT

‘A method. for front contact re31stance measurement in microelectroniecs
technology, based on the deflnltlon that use reference plane concept, is-
Dresented '

Th method uses sneller structures than those needed for the conventlonal“
T.L.M. method ‘and. permlts the same" measurement, whlch can be used as a'

'valldatlng crlterla of 1nformat10n.

..!NTRODU-CCIGN'

La fabricacidn de c1rcu1tos 1ntegrados de altos””

i ) requlere
de una estricta caracterlzac16n del: proce “tecnold -f -os parémetros
fundamentales utilizados enkel mon;toreo_
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especialmente diseifladas formando caﬁpos de prueba adaptados para el uso
de sistemas autom&ticos de adquisicidn de datos y procesamiento de la in-
formacidn.

Uno de los parimetros generalmente controlado es la resistencia de con-

tacto entre metal y semiconductor.

En la literatura cientifica se encuentra una abundante fundamentacifn
de la influencia de la resistencia de contacto en las caracterfisticas
de actuacidn de los dispositivos planares. (Ref. 1, 2, 3). Desde los articu
los pionercs de Berger {(Ref. 4,’5); pocas modificaciones se han tenido en
los métodos'de medicidn de la resistencia frontal de contacto.

Recientemente Reeves y col. (Ref. 6) mostraron gue con una medicibn
adicional en el mé&todo de linea de transmisién (T.L.M.) se obtienen todas
las caracteristicas de actuacibn de los contactos‘homogéneos. Posterior-
mente, Proctor y col. {(Ref. 7, 8) propusieron una nueva estructura que
permite medir directamente la resistividad de contacto y hacer un examen
de la- homogeneldad del mismo, pero s8lo puede estimarse la resistencia
frontal de contactos homogéneos. En este artfculo se propone una modifica-
cién de la estructura del método T.L.M, para la medicifn de 'la resistencia
frontal de contacto y se hace un andlisis de los errores en las mediciones

en comparacidn con el método T.L.M. convencional.

METODO T.L.M,

' E1 método se basa en estimar el intercepto de la dependencia lineal de.
la resistencia entre dos contactos y la separacxén entre los mismos. En la
flgura ‘1 se muestra la geometrIa de la estructura utilizada para la medi-
cidn. La resistencia frontal de contacto Rf, se estima por la expresifn:

Ril, - Rply
£ 7 T2(I; - 1D _ 1

R

siendoR;, Rz, 11 v 1, los pardmetros sefialados en la figura 1.

Al realizar un anilisis de los errores gue afectan la medicibén se ob-
serva que lags resistencias pueden determinarse con una grah precisifén con
el instrumental normal del laboratorio, a diferencia de las longitudes,
las cuales se ven afectadas por loslsobreataques durante el proceso foto-
litogréfico para la fabricacibn de las estructuras. Se supondré@ por tanto
que el error fundamental en la estimacidn de la resistencia frontal de
contaéto se debe a la estimacidn de las longitudes de separacifn de los
contactos. Diferenciando (1) con respecto a.l se obtiene gue el error
relativo en la determinacifn de resistencia. frontal de contacto es
le. - 2Rf1l Ali

(2)
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En la expresién 4 se refleja que el error en la estimacifin en la longltud
es el mismo que en la obtenc16n del parametro derlvado de la misma, es de~
c1r, no se tlene el fenbmeno de amplificacitn de errores. Esto permite que
para una precisibn en la determ1nac16n de la re51stenc1a de contacto dada,
las dimensiones de la estructura del mé&todo V-3V’ sea menor que la corres-
pondiente al método TLM.

Si en la estructura se hacen los contactos interiores de igual longi-
tud que los exteriores, entonces se puede hacer la estimacibn de la resis-
tencia frontal de contacto por ambos m&todos y utilizar la coincidencia -

de ambos resultados como un criterio de validacibn de la informacibn.

En la figura 3 se muestran los résultados de las mediciones de resisten-
cia frontal de contacto A1 (100 %)7/Si-n+ de la difusifn de emisor con una
resistencia laminar promedio de 6 Ohms por cuadrado, en un proceso conven-
cional de circuitos integrados bipolares utilizando el método T.L.M..y el
v-3v', utilizando una estructura similar. a la mostrada en la figura 2 con
huecos de contactos de 15 x 15 micrbmetros-y una longitud total de la es~
tructura de 1$0smicr6mgtros.qg@s:mediciones fueron realizadas sobre cuatro

obleas correspondientes a corridas diferentes.
En cada oblea se ‘tenfan 6 motlvos de medicifn.

La recta de regres;én tiene una pendiente de 0,95, lo cual es muy cer-
cano a 1 v el intercepto es de 0.07.

La fuerte correlacidn cercana a los resultadoé tebricos demﬁesﬁrq la
validez del método V-3V'. o

CONCLUSIONES

Se presenta un método para la medicifn de la resistencia frontal de

contacto due presenta las siguientes ventajas respecto al método T.L.M.

convencional:

1. La utilizacién directa de la definici®én de resistencia de contacto en
la estructura para la determinacibn de la resistencia frontal de contac-
to por el método V-3V' evita el fenémenozde.amplificacién en la propaga-
citn de errores.

2. Las estructuras de medici6bn de la resistencia frontal de contacto por el
método V=3V' son de menor diﬁensiéh'ﬁue"las correspondientes al método
. TLM para una precisién en la.estimacién de la resistencia frontal de
contacto dada. ' ;"' A ' ' '
3. Con un disefio convenlente de 1a estructura del método V-3V', puede rea-
lizarse la medicién empleando el método T.L.M.) y utlllzando 1a coinci-
dencia de ambos resultados Como un crlterlo de valldacldn de la infor-

macién.
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fsg 3— Relocidn entre los mnd}cionos de la ‘Resistencia
frontal de contacto medidas por &l metodo TL.M.
v- el método V~-3V! :
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